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A 0.00 0.10 0.000 0.004 E2 2.25 2.55 0.089 0.100
A2 0.90 1.10 0.035 0.041 L 0.30 0.50 0.012 0.020
B 0.30 0.50 0.012 0.020 1.2 0.50 0.60 0.020 0.024
C 0.08 0.15 0.003 0.006 0 0° 8° 0° 8°
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